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【緒言】金属/n-Ge 界面のコンタクト抵抗率低減に向けて，我々はこれまで，固相反応のみで，

ショットキー障壁高さ（SBH）が約 0.33 eV のエピタキシャル HfGe2/n-Ge(001)界面構造が形成可

能であることを報告してきた[1,2]．しかし，電極表面には数 μm 角の穴構造が形成されており，

低 SBH 領域も局所的である．本研究の課題および目的は，エピタキシャル HfGe2/n-Ge(001)界面

の平坦性向上および電気伝導の面内均一性向上である．今回，電極サイズの微細化を行ったとこ

ろ，僅かな微細化で HfGe2/n-Ge(001)界面の平坦性や電気伝導の面内均一性が大幅に改善できるこ

とが分かったので，報告する． 

【試料作製】化学洗浄した n-Ge(001)基板上に，室温 RF スパッタリング法を用いて膜厚 20 nm の

Hf 層および TiN キャップ層を順次堆積した．フォトリソグラフィーおよび化学的な選択エッチン

グにより，一辺の長さが 7，20，45，および 91 µm の正方形型の電極を形成した．その後，窒素

雰囲気で 500 °C，5 分間の熱処理（PDA）を施した．PDA により形成されたジャーマナイド薄膜

の結晶構造を X 線回折により評価し，界面構造を走査電子顕微鏡により評価した（掲載省略）．

さらに，裏面 Al 電極を形成し，ショットキーダイオードを作製した． 

【結果および考察】Fig. 1 は，電極面積が 20 および 45 μm□の微細化した試料と，微細加工して

いない試料（Φ560 μm）の 300 K における電流密度-電圧（J–V）特性である．電極面積の減少に伴

い，逆方向電流が増大しており，SBH の減少が示唆される．J–V 特性の測定温度依存性より SBH

を評価したところ，電極面積 20 μm□，45 μm□，および Φ560 μm における SBH はそれぞれ，0.29，

0.31，および 0.47 eV と見積もられた．次に，電極面内を流れる電流の平均的な SBH を評価する

ため，容量-電圧（C–V）特性からも SBH を評価した（Fig. 2）．電極面積の微細化による SBH の

減少，つまり電気伝導の面内均一性向上が示唆される．特に 20 μm□の試料では，ばらつきが大

きいものの,SBH は約 0.3 eV と J–V 特性の結果と比較的よく一致した．実際のデバイスは，今回

作製した電極よりも 2–3 桁程度微細なため，エピタキシャル HfGe2/n-Ge(001)による低抵抗率コン

タクトの実現が期待できる．当日は，微細加工後の HfGe2/n-Ge(001)界面構造を評価した結果も含

めて報告する予定である． 

[1] O. Nakatsuka et al., JJAP 57, 07MA05 (2018). [2] K. Senga et al., in Abstra. of 19th IWJT, p. 91 (2019). 
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Fig. 1 J–V characteristics measured at 300 K for 

HfGe2/n-Ge(001) Schottky diodes with different 

electrode sizes. 

Fig. 2 C–V characteristics measured at 200–300 K 

for HfGe2/n-Ge(001) Schottky diodes with different 

electrode sizes. 
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